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Проведена экспериментальная оценка влияния глубины анизотропного травле-
ния кремния на шероховатость травленой поверхности в растворе гидроксида 
калия. Проводилось травление пластин кремния на различную глубину (30 и 
180 мкм) с последующим измерением параметров шероховатости на оптиче-
ском профилографе-профилометре PF-60. Показано, что при этом способе 
травления меняются такие параметры шероховатости поверхности, как Ra, Rz, 
Rmax. Для улучшения качества поверхности (снижения вышеуказанных пара-
метров) применялось химическое полирование в изотропном травителе. Прове-
денные исследования имеют практическое значение для изготовления кремние-
вых структур микромеханических систем.  
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Введение. Кремниевые микромеханические датчики — акселерометры, датчики угловой 
скорости, датчики давления — получили широкое распространение благодаря уникальным 
свойствам кремния как конструкционного материала: отсутствию механического гистерезиса, 
усталости, высокой прочности на растяжение и пр. При этом для получения необходимых 
конструкционных форм кремний может быть подвергнут обработке распространенными в 
микроэлектронике методами [1]. Это особенно важно при создании малогабаритных микро-
механических датчиков, предназначенных для использования на борту космических аппара-
тов [2, 3].  

Одним из самых распространенных методов формообразования чувствительных эле-
ментов датчиков является анизотропное травление кремния, характеризуемое доступностью 
метода, простотой реализации, отсутствием необходимости в дорогостоящем оборудовании 
[4—6]. Качество травленой поверхности кремния оказывает существенное влияние на пара-
метры формируемых микроструктур, таких как адгезия напыленных слоев, прочность соеди-
нения элементов микроконструкций, сопротивление волноводов, оптические свойства [7—9]. 
Кроме того, с понижением шероховатости поверхностей облегчается очистка микроструктур 
от адсорбированных газов, паров и пыли.  

Конструкция чувствительных элементов микромеханических МЭМС-датчиков, в осо-
бенности акселерометров и датчиков угловой скорости, предполагает формирование микро-
структур с различной глубиной травления (многоуровневые 3D-структуры). В таких структу-
рах каждый уровень имеет свое функциональное назначение, например соединение с другими 
деталями чувствительных элементов, металлизация и пр., поэтому исследование качества 
морфологии поверхности, подвергшейся травлению на различную глубину, является актуаль-
ной практической задачей [10—12].  

Точность воспроизведения геометрических размеров (длины и ширины) упругих подве-
сов (элементов) микромеханических приборов зависит от точности изготовления фотошабло-
нов, совмещения элементов топологии, выполнения защитных покрытий при анизотропном 
травлении. В то же время качество поверхности формируемых упругих элементов зависит от 
предыстории исходных кремниевых пластин и операций технологического процесса  
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(шлифовки и полировки кремниевых пластин, глубокого анизотропного и плазмохимическо-
го травления). 

Известно, что шероховатость поверхности оказывает влияние на эксплуатационные по-
казатели, например на прочность детали. Разрушение детали, особенно при переменных на-
грузках, объясняется концентрацией механических напряжений вследствие микронеровно-
стей на ее поверхности. Чем меньше шероховатость, тем меньше возможность возникновения 
механических напряжений на поверхности детали и ее разрушения. Кроме того, различные 
микродефекты поверхности могут удерживать загрязнения и препятствовать очистке [13].  

Для функционирования кремниевых МЭМС-приборов наибольшее значение имеют 
следующие параметры текстуры поверхности* [13]. 

1. Ra — среднее арифметическое отклонение профиля. От данного параметра зависят
такие эксплуатационные свойства поверхности, как виброустойчивость, прочность соедине-
ния элементов конструкции, герметичность соединения. 

2. Rz — высота неровностей профиля по десяти точкам, определяет те же характеристи-
ки поверхности, что и параметр Ra. 

3. Rmax — наибольшая высота профиля, характеризует такие параметры поверхности,
как герметичность соединения и прочность конструкции при циклических нагрузках. 

В настоящей работе исследовались исходные кремниевые пластины и профили микро-
механических структур, полученные путем анизотропного травления на различную глубину. 
Схема сформированных профилей на рис. 1. 

Области замера параметров поверхности 

I II III

IV V[110] Si (100) 

Рис. 1 
Профили получены путем анизотропного травления (АТ) кремния в 25 %-ном растворе 

КОН по методу водяной бани при температуре 96—98 °С. Заготовка — полированные пла-
стины ЭКЭС-0,01, ориентации (100), окна под травление ориентированы по кристаллографи-
ческим направлениям [110], толщина пластин 380±10 мкм. Защитная маска при травлении 
представляла собой термически выращенный диоксид кремния. Пластины при травлении 
располагались вертикально. Режимы травления — концентрация и температура — были вы-
браны исходя из соотношений скоростей травления кремния и диоксида кремния при данных 
условиях, а также глубины травления. Выбор гидроксида калия обусловлен доступностью ма-
териала, нетоксичностью, а также тем фактором, что указанный раствор прозрачен: это по-
зволяет визуально контролировать процесс травления. Различные добавки, улучшающие по-
верхность кремния при травлении, например изопропиловый спирт, в раствор КОН не добав-
лялись, так как при этом снижается скорость травления [14—16]. 

Размер окон под травление составлял 22 мм, что по порядку величин соответствует 
размерам кристаллов микромеханических датчиков, кроме того, такой размер окон позволял 
измерять глубину травления индикатором стрелочным 1 МИГ ГОСТ 9696-82. Скорость трав-
ления составляла 2,5—2,8 мкм/мин.  

Полученные профили характеризуются следующим: 

* ГОСТ Р ИСО 4287:1997. Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности. Про-
фильный метод. Термины, определения и параметры структуры поверхности. 

ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Термины и определения. 
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— участок I — исходная поверхность кремниевых пластин; 
— участок II — углубление в пластине после АТ на глубину 30 мкм (Нтр=30 мкм); 
— участок III — углубление после АТ на Нтр= 30 мкм и химического полирования; 
— участок IV — углубление после АТ на Нтр= 180 мкм; 
— участок V — углубление после АТ на Нтр= 180 мкм и химического полирования. 
Данные профили формировались последовательно путем анизотропного травления и 

химического полирования. Химическим полирующим раствором являлся изотропный трави-
тель состава HNO3:HF:CH3COOH = (2-4):(5-7):(11-15). Время химического полирования уча-
стков III и V — 1 мин, толщина удаляемого слоя кремния при этом 4—6 мкм.  

После формирования профилей измерялись параметры текстуры поверхности (контро-
лировались такие параметры, как Ra, Rz, Rmax). На рис. 2 представлены примеры полученных 
профилограмм.  
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Рис. 2 
Параметры поверхности измерялись профилометром PF-60 (Mitaka Kohki Co., Ltd, Япо-

ния) с датчиком точной автофокусировки для измерения текстуры поверхности, с формиро-
ванием по результатам измерений трехмерной топографии поверхности, согласно ГОСТ Р 
ИСО 4287:1997.  

Измерения проводились в помещении, свободном от пыли, вибраций и прямых солнеч-
ных лучей, при температуре окружающей среды 21—24 °С, относительной влажности 50±10 % 
[17]. Измеряемая поверхность предварительно обдувалась сжатым воздухом.  

Параметры профилометра 
При проведении измерений задавались следующие параметры**: 
— базовая длина 0,08 мм; 
— длина оценки 0,4 мм; 
— полная длина трассировки 0,5 мм; 
— шаг (pitch) 0,2 мкм; 
— 50 %-ный гауссов фазокорректированный фильтр. 
На рис. 3 представлены зависимости параметров сформированных поверхностей от ре-

жимов формирования профилей. 
Также построены графики изменения параметров поверхности сформированных про-

филей на каждом образце — пластине — в зависимости от этапа травления (рис. 4). 

** ГОСТ 12.1.005-88. Требования к воздуху производственных помещений. 
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Рис. 3 
Из данных рис. 3 и 4 видно, что среднеарифметическое отклонение профиля по пласти-

нам увеличивается при анизотропном травлении исходной пластины на глубину 30, 180 мкм 
(рис. 3, а, б, рис. 4, а). Так, при Нтр=30 мкм среднее значение Ra составляет 3,69 нм. При трав-
лении на 180 мкм значение Ra = 5,16 нм (на исходной пластине — 0,81 нм).  

Высота неровностей профиля также увеличивается при травлении (рис. 3, в, г, рис. 4, б). 
При Нтр= 30 мкм среднее значение Rz по пластинам составляет 56,2 нм (на исходных — 30,8 нм. 
При травлении на глубину до 180 мкм среднее значение Rz по пластинам составило 46,8 нм.  

Аналогичные результаты получены для Rmax: происходит увеличение параметра при 
травлении на глубину 30 мкм при снижении в случае Нтр=180 мкм (рис. 3, д, е, рис. 4, в).  
Объяснить этот эффект возможно тем, что при увеличении травления на глубину уменьшает-
ся площадь дна травления, из-за формирования сходящихся граней (111) образуются углуб-
ления пирамидальной формы, при этом изменяются гидромеханические условия травления. 
Однако данное предположение требует дальнейшей проработки. 

Также, как видно из рис. 3, применение химического полирования уменьшает значение  
Rа, Rz, Rmax после анизотропного травления на глубину 30, 180 мкм. Особенно ярко это проявилось 
при Нтр=180 мкм и химическом полировании (рис. 3, б, г, е), значения параметров Rа, Rz, Rmax 
приблизились к значениям для исходных пластин. Увеличение параметра Ra для пластины  
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№ 2 после полирования (рис. 3, д) могло быть вызвано некорректно проведенным измере-
нием. 
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Рис. 4 

Заключение. Проведена экспериментальная оценка влияния глубины анизотропного 
травления кремния на шероховатость травленой поверхности в 25 %-ном растворе гидрокси-
да калия, не содержащего добавки для улучшения параметров поверхности, при температуре 
96—98 °С.  

Установлено, что в таких условиях при травлении на различную глубину меняются па-
раметры шероховатости поверхности: Ra, Rz, Rmax. Применение химического полирования по-
зволяет снизить значения этих параметров и повысить качество формируемой поверхности, 
что может оказаться важным при создании кремниевых микромеханических датчиков. 
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RESEARCH OF SILICON SURFACE ETCHED IN POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 

V. E. Pautkin, F. A. Abdullin, I. R. Vergazov, А. Е. Mishanin 

JSC Research Institute of Physical Measurements, 440026, Penza, Russia  
E-mail: inercial@niifi.ru 

The influence of the depth of anisotropic etching of silicon in KOH solution on the surface rough-
ness is studied experimentally. Wire etching of silicon wafers at various depths was followed by meas-
urement of roughness parameters with the PF-60 optical profilograph. It is shown that such parameters of 
surface roughness as Ra, Rz, Rmax vary with the depth. To improve the surface quality and reduce the 
above parameters, chemical polishing in an isotropic etchant was used. It is argued that the studies car-
ried out have practical significance for the manufacture of silicon structures of micromechanical systems. 

Keywords: micromechanical sensors, anisotropic etching, surface roughness, chemical polishing, 
hydromechanical conditions  
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